WS 05/06 Angewandte Festkorperchemie Vorlage 2.4
2.4. Halbleiter

2.4.1. Zustandsdichten (vereinfachtes Biéndermodell)

E E E E E
tumo| 1 |
. /—21:;
—_— --- EF B T T TR M I B EEE e
HOMO | - \
2x o ,/ | Streuung
— — s o—
— ,/|an Atom- Ouantlen
1 R Tpees I rimpfen zahl, |
I TE T2 O .
AO MO DOS freies Elektronengas
(Teilchen im Kasten)

Bandstruktur, Zustandsdichte (DOS)
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Energieskala und Bandliicken
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Metall Halbmetall Isolator Halb- dotierte Halbleiter
Cu, K As, Sb, Bi Eg>3eV leiter n—HL p-HL
Konzentration v. Bandabstand | | Bandabstand | Beweglichkeit E, inSifeV] Ey inSi[eV]
Elektronen [cm ~3) Eg bei 0K [eV] V] [cm? /Vs] bei 300K
e~ [Lécher P 0.045 B 0.045
As 21012;’ Diamant 5.4 Si 1.7 | 1350] 480 As  0.049 Al 0.057
Sb 510 TiO,  3.03 Ge 0.744 | 3600|1800 Sb  0.039 Ga 0.065
Bi 310 ZnO0 3436 || InP 1.43 In 0016
AgCl 3.2 GaAs1.53 | 8000|300
NaCl 10 Te 0.33
Se 22
PbSe 0.163 | 1020| 930

vereinfachte Zustandsdichten verschiedener Festkorper



